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COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE LA QUALITE CONTROLEE UTE C 86-819
Conformément a la CECC 50 000 3e + DITION < s
Février 1982 ]
(NF C 86-010) { Mise 2 jour février 1984)
1 — DESCRIPTION MECANIQUE | -~ SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
. e . BYS 08-20 BYS 08-45
A B X .

MILLIMETRES | . BYS 08-30 BYS 08-50

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Voir paragraphe 7 de ce document

. DIM | MIN | MAX

A - 11,43
. B - .| 889 2. - BREVE DESCRIPTION
c - | 7862 ) ..
: 142 Matériau semiconducteur : Silicium
o 117 ‘ Matériau du boitier :  Métal/verre
K 24,89 -

DIODE SCHOTTKY POUR COMMUTATION DE
PUISSANCE A HAUTE FREQUENCE

3 — NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE

FetlL

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues}

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

‘ PARAGRAPHE Conditions de montage : voir paragraphe 9.3 VALEUR
CECC 50 009 SYMBOLE UNITE
NF C 86819 S T min . | max
4.1.1 Tension inverse de créte VRwM
BYS.08-20 20 \Y
BYS 08-30 30 \Y
BYS 08-45 : 45 A
, BYS 08-50 50 \'
4.1.2 Tension inverse de pointe répétitive VRRM
Demi-onde sinusoidale BYS 08-20 20 \'
(10 ms & 50 Hz} BYS 08-30 30 \'%
BYS 08-45 45 Vv
i BYS 08-50 50 A
413 Tension inverse de pointe non répétitive Vasm
Demi-onde sinusoidale (10 ms) BYS 08-20 24 Vv
BYS 08-30 36 \
BYS 08-45 54 v
. . BYS 08-50 60 Vv
{Suite page suivante)

Se reporter a la liste des Produits Homologués CECC 00 200 * on vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a
cette spécification particulidre sont homologués.

* Se repor'.ter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.
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4. — VALEURS LIMITES (Suite)
PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 009 Conditions de montage : voir paragraphe 9.3 SYMBOLE UNITE
NF C 86819 min max
4.1.4 Tension inverse continue permanente VR /
BYS 08-20 20 Y
BYS 08-30 / 30 Y
BYS 08-45 45 \Y
BYS 08-50 ! 50 \
4.2.1 Courant direct moyen a T . =100 °c IF(AV) 8 A
(voir courbe de réduction paragraphe 9.1) .
4.2.4 Courant direct de surcharge accidenteile non IFSM . 400 A
répétitif, de durée 10 ms avec application de la
tension inverse
4.3.1 Température de boitier de fonctionnement Tc ase
BYS 08-20 ; +125 oC
BYS 08-30
BYS 08-45 +110 oC
BYS 08-50
4.3.2 Température virtuelle de jonction TM) — 65 + 150 °C
4.3.3 ' Température de stéckage Tstg — 65 + 150 °C
4.4.1 Puissance inverse de surcharge accidentelle Prsm
non répétitive, signal rectangulaire, durée 2 us
BYS 08-20 100 W
BYS 08-30
BYS 08-45 120 W
BYS 08-50
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‘ 5. — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de contrdle

{groupes A etC).
PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions & T;a5e =25°C VALEUR
CECC 50 009 | Mesuré L. ) SYMBOLE UNITE
NF C 86819 sauf indication contraire v “min | max
5.1 Tension directe de pointe :
A2b IF=8A;tp=250/.ts;8<2%; Tcase= 25°C VEm . 10,50 Vv
Tcase =100°C Vemin 047 v
A2b IF =25 A (valeur de pointe) ; Tcase = 25°C VEM(2) 10,64 V'
Tcase =100°C VEM(3) 0,62 v
lp=18A";t =260us;86<2%; Toae= 25°C | VEm(a) 0,58 v
. Tease =100°C VEM(5) 0,54 v
5.2 Courant inverse de pointe VR RM spécifiée en 4.1.2
A2b | A Toase = 25 °C sans dissipation dans le sens direct TRM(1)
BYS 08-20 0,25 mA
BYS 08-30
BYS 08-45 0,50 mA
BYS 08-50
C2b | & Tease = Tease Max sans dissipation dans le sens direct lrm(2)
BYS 08-20 40 mA
BYS 08-30
BYS 08-45 70 mA
BYS 08-50
‘ 53 Puissance totale diséipée {voir paragraphe 9.2)
5.5 Résistance thermique jonction au point de référence Rih{j-ref) 3 K/wW
en courant continu
5.6 A2b | Tension du claquage en avalanche Igp = 10 mA V(BR)
BYS 08-20 30 \
BYS 08-30 40 Y
BYS 08-45 47 Y
BYS 08-50 53 \Y
* Le choix du courant égal & deux fois |4y ) correspond aux conditions de fonctionnement de la diode Schottky :
commutation de signal carré.
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